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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan lapisan tipis Sn(So4Teoe)
sebagai bahan semikonduktor dengan teknik evaporasi vakum. Peneliti dapat
mengetahui pengaruh variasi spacer terhadap kualitas lapisan tipis dan juga
mengetahui struktur kristal, parameter kisi, morfologi permukaan, dan komposisi
kimia lapisan tipis.

Proses preparasi lapisan tipis Sn(Sg4Tege) dilakukan dengan menggunakan
teknik evaporasi vakum yang bekerja pada tekanan sekitar ~10™° mbar dengan
melakukan variasi jarak antara sumber dengan substrat atau variasi spacer. Spacer
divariasi sebanyak 3 kali, yaitu 10 cm, 15 cm, dan 25 cm. Setelah didapatkan
sampel lapisan tipis yang diinginkan, kemudian sampel dikarakterisasi dengan
menggunakan XRD (X-Ray Diffraction) untuk mengetahui struktur kristal, SEM
(Scanning Electron Microscopy) untuk mengetahui morfologi permukaan, dan
EDAX (Energy Dispersive Analysis X-Ray) untuk mengetahui komposisi kimia.

Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa lapisan tipis Sn(So4Teos)
dari ketiga sampel memiliki struktur kristal kubik, dengan nilai parameter Kisi
sampel 1 (spacer 10 cm): a = 6,011 A; sampel 2 (spacer 15 cm): a = 6,048 A;
sampel 3 (spacer 25 cm): a = 6,363 A. Pemberian variasi spacer menyebabkan
perbedaan kualitas pada sampel 1, 2, dan 3 yang ditandai dengan adanya
perbedaan intensitas spektrum. Hasil karakterisasi SEM pada kristal Sn(Sp4Teog)
menunjukkan bahwa morfologi permukaan sampel berupa butiran/grain dengan
ukuran ~0,2 pm dan bersifat homogen. Hasil analisis EDAX lapisan tipis
Sn(Sp4Teos) Mmengandung unsur Sn = 54,54 %, S = 11,01 %, Te = 34,46 % dan
perbandingan molaritas Sn:S:Te adalah 1,00:0,20:0,63.
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ABSTRACT

This reasearch aims to grow a thin film Sn(Sp4Teg ) as a semicondukctor
material by vacuum evaporation technic. Researcher can understand the effect of
variation spacers to the quality of thin film and also understand crystal structure,
latice parameter, surface morphology, and chemical composition of thin film.

The process of preparation of a thin film Sn(So 4Teg ) was performed using
vacuum evaporation technic that works at a pressure of about ~10 mbar by
distance variation between the source of the substrate or variations spacer.
Spacer was varied for 3 times, i.e 10 cm, 15 cm, and 25 cm. Having obtained a
thin layer of the desired sample, then the samples were chacarterized by using
XRD (X-Ray Diffraction) to determine the crystal structure, SEM (Scanning
Electron Microscopy) to determine the surface morphology, and EDAX (Edax
Dispersive X-Ray Analysis) to determine the chemical composition.

XRD characterization results showed that a thin film Sn(Sp4Teoe) of all
samples have kubic crystal structure, the lattice parameter values of samples 1
(spacers 10 cm): a = 6,011 A; samples 2 (spacers 15 cm): a = 6,048 A; samples 3
(spacers 25 cm): a = 6,363 A. The spacer variation causes the difference in thin
film quality, marked by the difference of spectrum intencity between sample 1, 2,
and 3. SEM characterization results on the crystal Sn(So4Tegs) showed that the
morphology of the sample surface in the form of grains with a size of ~0,2 um and
homogeneus. The results of EDAX analysis of thin film Sn(Sp4Teos) contains
elements of Sn, S, and Te with the chemical composition precentage is Sn = 54,54
%, S = 11,01 %, Te = 34,46 % and the molarity comparison of Sn:S:Te adalah
1,00:0,20:0,63.
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